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【諸言】溶液法を用いて作製する有機トランジスタ(OTFT)は蒸着法に比べ性能が劣っており、デ

バイスの性能向上が求められている。また、溶液法は環境負荷の大きい塩素系溶媒が使用される

といった問題がある。当研究室で可溶性 n 型 OTFT 材料としてアルキル基置換ナフタレンジイミ

ド誘導体(NTCDI-Cn；Fig. 1)を開発し、アルキル鎖長が性能に与える影響を検討した 1)。その結果、

n = 11～13 において、0.1～0.2 cm
2
/Vsと比較的高い移動度を示し、アルキル

鎖を長くする(n≧15)とデバイスの性能が低下することを明らかにしている。

本研究では塩素系溶媒を使用しない新しいウェット成膜法を開発し、この成

膜法を用いて作製したデバイスの特性評価を行い、スピンコート法や蒸着法

で作製したデバイスと比較を行ったので報告する。またアルキル鎖長の変化

による効果と影響についても比較、検討を行ったので合わせて報告する。 

 

【実験】酸化膜付シリコン基板上に有機半導体 NTCDI-Cnを転写法で成膜し

た。手順は以下の通りである。疎水性フィルム上に NTCDI-Cn微結晶粒子が

分散した IPA溶液を滴下し、乾燥させることで、微結晶堆積膜を塗布形成す

る。次にシリコン基板上にこのフィルムを静置し、その後、融点以上の熱処

理を施すことで転写成膜する。その上に、ソース-ドレイン電極となる Au

を真空蒸着することでトップコンタクト型トランジスタを作製した(Fig. 2)。

デバイスの測定は真空中、室温下で行った。 

 

【結果・考察】転写法を用いて作製した NTCDI-C13 デバイスの伝達特性

を Fig. 3 に示す。デバイスは n型トランジスタとして駆動し電子移動度は

0.04 cm
2
/Vs であった。蒸着法、スピンコート法で作製した NTCDI-C13 デ

バイスの電子移動度はそれぞれ、0.4 cm
2
/Vsと 0.2 cm

2
/Vsでありスピンコ

ート法と比べても低下していた。一方、NTCDI-C15 ではスピンコート法で

はクロロホルムへの溶解性に起因し、電子移動度が大きく低下する(0.02 

cm
2
/Vs)のに対して、転写法では NTCDI-C13 と同等の電子移動度を得ること

ができた。 
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Fig. 2 デバイス構造 

Fig. 1 NTCDI-Cn 

Fig. 2 デバイス構造 

Fig. 3 NTCDI-C13 

デバイス特性評価 
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